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(57) Abstract: The method for producing an optoelectronic component (10) comprises a provision of a wafer substrate (1)
comprising a light-emitting layer sequence (la), a separating of the wafer substrate (1) with the layer sequence (la) into multiple
semiconductor components (3), an application of the semiconductor components (3) onto an intermediate carrier (4), and an
arrangement of a casting compound (5) to the intermediate carrier (4) so the casting compound (5) laterally surrounds the
semiconductor components (3) and is in direct contact with side surfaces (3b) of the semiconductor components (3) at least in some
places. Furthermore, the method comprises an arrangement of a contact (6) on a respective semiconductor component (3) and the
casting compound (5), wherein a respective contact (6) is arranged on a side (3a) of the semiconductor component (3) and the
casting compound (5), said side facing away from the intermediate carrier (4). The method further comprises a connecting of the
component (10) to a carrier element (7) on a side (3a) of the semiconductor components (3) facing away from the intermediate
carrier (4), a removal of the intermediate carrier (4) and of the respective wafer substrate (1) of the semiconductor components (3),
and an electrical contacting of the semiconductor components (3) via the contacts (6) and the casting compound (5), wherein a
contact layer (8) is guided to the light-emitting layer sequence (1a) via an upper side (5a) of the casting compound (5), said upper
side facing away from the contacts (6).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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TG).

Das Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauteils (10) umfasst ein Bereitstellen eines Wafersubstrats (1)
umfassend eine lichtemittierende Schichtenfolge (la), ein Vereinzeln des Wafersubstrats (1) mit der Schichtenfolge (1a) in
mehrere Halbleiterbauteile (3), ein Aufbringen der Halbleiterbauteile (3) auf einen Zwischentriger (4), und ein Anordnen eines
Vergusses (5) auf den Zwischentrdger (4), so dass der Verguss (5) die Halbleiterbauteile (3) lateral umgibt und mit Seitentldchen
(3b) der Halbleiterbauteile (3) zumindest stellenweise in direktem Kontakt ist. Weiterhin umfasst das Verfahren ein Anordnen
jeweils eines Kontaktes (6) auf jeweils einem Halbleiterbauteil (3) und dem Verguss (5), wobei jeweils ein Kontakt (6) an einer
dem Zwischentriger (4) abgewandten Seite (3a) des Halbleiterbauteils (3) und des Vergusses (5) angeordnet ist. Das Verfahren
umfasst weiterhin ein Verbinden des Bauteils (10) mit einem Trédgerelement (7),an einer dem Zwischentrdger (4) abgewandten
Seite (3a) der Halbleiterbauteile (3), ein Entfernen des Zwischentrdgers (4) und jeweils des Wafersubstrats (1) der
Halbleiterbauteile (3), undein elektrisches Kontaktieren der Halbleiterbauteile (3) {iber die Kontakte (6) und den Verguss (5),
wobei eine Kontaktschicht (8) iiber eine Oberseite (5a) des Vergusses (5), welche den Kontakten (6) abgewandt ist, zur
lichtemittierenden Schichtenfolge (1a) gefiihrt wird.
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Beschreibung

Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauteils

und optoelektronisches Bauteil

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Bauteils und ein optoelektronisches

Bauteil.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2015 107 742.6, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Bei der Anordnung einer Mehrzahl von Halbleiterchips in einem
lichtemittierenden Bauteil wird eine kostenglinstige
Herstellung linearer oder flachiger LED-Bauteile
(insbesondere Light Engines) angestrebt. Hierbei ist es
vorteilhaft den Aufwand des Testens und Sortierens der
Halbleiterchips zu minimieren. In gangigen
Herstellungsverfahren werden Halbleiterchips bereits vor der

Montage auf Tragerelementen mit Kontakten ausgebildet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur
Herstellung eines optoelektronischen Bauteils und ein
optoelektronisches Bauteil mit einer verbesserten
Kontaktierung eines lichtemittierenden Halbleiterbauteils

anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Bauteils und durch ein optoelektronisches
Bauteil gemdl den unabhangigen Patentanspriichen geldst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der

Erfindung sind Gegenstand der abhangigen Anspriiche.
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Das Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauteils umfasst ein Bereitstellen eines Wafersubstrats
umfassend eine lichtemittierende Schichtenfolge, ein
Vereinzeln des Wafersubstrats mit der Schichtenfolge in
mehrere Halbleiterbauteile, und ein Aufbringen der

Halbleiterbauteile auf einen Zwischentrager.

Ein Wafersubstrat umfasst eine lichtemittierende
Schichtenfolge vorteilhaft so, dass die lichtemittierende
Schichtenfolge auf dem Wafersubstrat angeordnet ist,
vorteilhaft epitaktisch aufgewachsen ist. Hierbei weist
vorteilhaft die lichtemittierende Schichtenfolge eine
konstante Dicke lber dem Wafersubstrat auf. Durch ein
Vereinzeln des Wafersubstrats in eine Vielzahl wvon
Einzelstlicken, ergeben sich einzelne Halbleiterbauteile,
wobei jedes eine lichtemittierende Schichtenfolge,
vorteilhaft gleicher Dicke, aufweist. Das Vereinzeln erfolgt
beispielsweise durch Plasmatrennen. Die vereinzelten
Halbleiterbauteile werden auf einem Zwischentrager
angeordnet, wodurch diese zur weiteren Prozessierung an einem
fixen Ort an dem Zwischentrdger gehalten werden kodnnen.
Hierbei werden die Halbleiterbauteile vorteilhaft jeweils von
Seiten des Wafersubstrats auf den Zwischentrager aufgebracht.
Mit anderen Worten ist die lichtemittierende Schichtenfolge
eines jeden Halbleiterbauteils nach dem Anordnen vom
Zwischentrager abgewandt. Der Zwischentrager umfasst

beispielsweise FeNi.

Vorzugsweise werden die Halbleiterbauteile lateral
beabstandet zueinander angeordnet. Die Verteilung der
Halbleiterbauteile auf dem Zwischentrager ist hierbei

beliebig.
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In einem weiteren Verfahrensschritt umfasst das Verfahren ein
Anordnen eines Vergusses auf dem Zwischentrager, so dass der
Verguss die Halbleiterbauteile lateral umgibt und mit
Seitenfldachen der Halbleiterbauteile zumindest stellenweise
in direktem Kontakt ist, sowie ein Anordnen jeweils eines
Kontaktes auf jeweils einem Halbleiterbauteil und dem
Verguss, wobei jeweils ein Kontakt an einer dem
Zwischentrager abgewandten Seite des Halbleiterbauteils und

des Vergusses angeordnet ist.

Der Verguss wird vorteilhaft in die Zwischenraume zwischen
den Halbleiterbauteilen gefillt. Zum Anordnen des Vergusses
eignet sich beispielsweise folienbasiertes Spritzpressen
(film assisted transfer molding (FAM)) oder Aufschleudern
oder Dispensieren des Vergussmaterials, beigpielsweise von
weillem Peterslack (Elpemer SD2491SG-TSW). Hierbei erfolgt das
Anordnen in einer Art und Weise, dass eine dem Zwischentrager
abgewandte Seite der Halbleiterbauteile frei wvom

Vergussmaterial bleibt.

Der Verguss ist vorzugsweise reflektierend ausgebildet und
ist beispielsweise weiB. Die Zwischenrdume zwischen den
Halbleiterbauteilen bilden vorteilhaft Kavitdten, in welche
der Verguss eingebracht wird, wobei die Hohe des
Wafersubstrats vorteilhaft die Tiefe der Kavitaten bestimmt.
Vorzugsweise wird das Wafersubstrat vor dem Anordnen der
Halbleiterbauteile auf dem Zwischentriager nicht gediinnt. Dies
erleichtert das Aufbringen des Vergusses, beigspielsweise

durch folienbasiertes Spritzpressen.

Vorteilhaft erstreckt sich bei jedem Halbleiterbauteil

jeweils ein Kontakt zumindest teilweise {iber eine dem
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Zwischentrdger abgewandte Seite des Halbleiterbauteils.
Weiterhin wird der Kontakt so angeordnet, dass dieser sich
Uber das Halbleiterbauteil hinaus auf den Verguss erstreckt.
Dazu wird der Verguss beim Anordnen auf dem Zwischentrager
bis auf eine gleiche Hbhe mit dem Halbleiterbauteil
aufgebracht, so dass der Verguss vorteilhaft blindig mit dem
Halbleiterbauteil abschlieBt und eine planare Oberfldache mit
der dem Zwischentrager abgewandten Seite des
Halbleiterbauteils bildet. Somit kann der Kontakt eben vom
Halbleiterbauteil auf den Verguss gefihrt werden, vorteilhaft
ohne dass der Kontakt eine Stufe aufweist oder einen

Hohenunterschied iUberwinden muss.

Die Kontakte werden beispielsweise galvanisch in
strukturierter Form auf den Halbleiterbauteilen und dem

Verguss abgeschieden.

In einem weiteren Verfahrensschritt umfasst das Verfahren ein
Verbinden des Bauteils mit einem Tragerelement, an einer dem
Zwischentrager abgewandten Seite der Halbleiterbauteile,
sowie ein Entfernen des Zwischentragers und jeweils des
Wafersubstrats der Halbleiterbauteile. Weiterhin umfasst das
Verfahren ein elektrisches Kontaktieren der
Halbleiterbauteile {iber die Kontakte und den Verguss, wobei
eine Kontaktschicht tiber eine Oberseite des Vergusses, welche
den Kontakten abgewandt ist, zur lichtemittierenden

Schichtenfolge gefihrt wird.

In dem Verfahren werden die Halbleiterbauteile mit dem
Verguss und den Kontakten vom temporaren Zwischentrager
abgeldst und auf das Tragerelement aufgebracht, welches nach
Abldsen des Zwischentrdgers im Bauteil verbleibt. Die

Halbleiterbauelemente kdnnen eine streifenfdrmige oder
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flédchige Anordnung aufweisen. Hierbei werden vorteilhaft die
Kontakte, welche auf den Halbleiterbauteilen angeordnet sind,
in das Tragerelement integriert, beispielsweise von diesem

eingebettet und damit mechanisch stabil umschlossen.

Zur Verbesserung der Haftung der Halbleiterbauteile an dem
Zwischentrager kann vorteilhaft eine Klebeschicht auf dem
Zwischentrdger angeordnet werden, bevor die
Halbleiterbauteile angeordnet werden. Weiterhin ist es
moéglich, dass eine Abldseschicht auf den Zwischentrager
angeordnet wird, bevor die Halbleiterbauteile angeordnet
werden, damit das Entfernen des Zwischentrdgers erleichtert
wird. Die Abldseschicht kann beispielsweise Cr umfassen.
Weiterhin kénnen beispielsweise zwischen der Abldseschicht
und der Klebeschicht weitere Schichten, etwa Pufferschichten
wie beispielsweise Kupferschichten angeordnet werden. Hierbei
folgt beispielsweise die Klebeschicht der Abldseschicht in
Richtung weg vom Zwischentrager nach. Die Klebeschicht kann
vorteilhaft durch Aufbringen eines Klebematerials oder einer

Klebefolie ausgebildet werden.

Durch Abldseverfahren, beispielsweise Atzverfahren, wird das
Wafersubstrat abgeldst, so dass vorteilhaft nur die
lichtemittierende Schichtenfolge vom Halbleiterbauteil {iibrig
bleibt und vorteilhaft an einer dem Tragerelement abgewandten

Seite freiliegt.

Uber eine dem Trigerelement abgewandte Oberseite des
Vergusses wird die Kontaktschicht zur lichtemittierenden
Schichtenfolge gefithrt und erstreckt sich vorteilhaft
teilweise auf eine dem Tragerelement abgewandte Oberseite
dieser. Die Kontaktschicht verkdrpert eine elektrische

Kontaktierung der Schichtenfolge und der Kontakt an der dem
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Tragerlement zugewandten Seite der Schichtenfolge eine

weitere Kontaktierung, den Gegenpol zur Kontaktschicht.

Es kénnen auf diese Weise vorteilhaft lineare und flachige
Anordnungen von lichtemittierenden Halbleiterbauteilen
hergestellt werden, wobei kostenglinstige Prozesse aus der
Leiterplattenfertigungstechnik angewandt werden konnen.
Beispielsweise kann die Kontaktierung durch LDI (Laser-

assisted Direct Imprint) oder Siebdruck erfolgen.

Die Ausfihrung der Halbleiterbauteile kann als Dinnfilmchips

im Bauteil realisiert werden.

Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform des Verfahres umfasst
das Wafersubstrat Si. Ein Wafersubstrat umfassend Si eignet
sich vorteilhaft zum epitaktischen Aufwachsen wvon
Halbleiterschichten, wie einer lichtemittierenden
Schichtenfolge. Gleichzeitig eignet sich ein Wafersubstrat
umfassend Si auch dazu wahrend dem Verfahren gut entfernt zu
werden, so dass die lichtemittierende Schichtenfolge auf dem
Tragerelement verbleibt. Das Wafersubstrat kann hierbei als

patterned silicon substrate (PSS) hergestellt sein.

Gemal einer Ausfihrungsform des Verfahres umfasst der
Zwischentrager Cu, FeNi oder Co. Alternativ kann der
Zwischentrager eine Moldmasse aufweisen. Der Zwischentrager
ist ein temporarer Trager, also ein Trager, welcher nur
zeitweise im Bauteil zur Herstellung dieses verbleibt. Der
Zwischentrdager ist aus einem festen Material gebildet, das
geeinet ist, die Halbleiterbauteile mechanisch stabil zu
fixieren und in weiterer Folge einfach wieder von den

Halbleiterbauteilen entfernt zu werden. Der Zwischentrager
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kann beispielsweise eine Dicke von 70 pum bis 100 um

aufweisen.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahres wird eine
Opferschicht zumindest stellenweise lateral neben den
Halbleiterbauteilen auf dem Zwischentradger angeordnet, wobei
die Opferschicht mit Seitenfldachen der Halbleiterbauteile
zumindest stellenweise in direktem Kontakt ist und eine
konkave Oberflache zwischen einer Seitenflédche des

Halbleiterbauteils und dem Zwischentrdger ausbildet.

Die Opferschicht verrundet vorteilhaft einen Kantenbereich
zwischen einer Oberseite des Zwischentrdgers und einer an
diese QOberseite anliegende, beispielsweise senkrecht auf
dieser stehende, Seitenflidche eines der Halbleiterbauteile.
Die Dicke der Opferschicht iber der Oberseite des
Zwischentragers sowie lber der Seitenflache des
Halbleiterbauteils wird vorteilhaft mit zunehmender Distanz
vom Kantenbereich geringer. Die Opferschicht kann die
Oberseite des Zwischentragers sowie die Seitenfliache des
Halbleiterbauteils nur teilweise oder auch vollstandig
bedecken. Die Oberflache der Opferschicht im Kantenbereich an
der dem Zwischentrdger und dem Halbleiterbauteil abgewandten

Seite welst somit vorteilhaft eine konkave Form auf.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahres wird der
Verguss auf die konkav gekrimmte Oberfldche der Opferschicht

aufgebracht.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahres wird mit
dem Entfernen des Zwischentragers und des Wafersubstrats auch
die Opferschicht entfernt. Hierbei wird vorteilhaft durch die

Opferschicht verhindert, dass ein wahrend des Verfahrens
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angeordneter Verguss den Kantenbereich zwischen dem
Zwischentrager und dem Halbleiterbauteil ausfillt und der
Verguss nach dem Entfernen des Zwischentragers eine

rechteckige Form aufweist.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform des Verfahres weist nach
dem Entfernen des Zwischentriagers, des Wafersubstrats und der
Opferschicht der Verguss an einer dem Trédgerelement

abgewandten Seite eine konvexe Oberflache auf.

Die konvexe Oberfldche des Vergusses ergibt sich in den
Bereichen, welche wadhrend dem Verfahren den Kantenbereichen
zwischen dem Zwischentrager und den Halbleiterbauteilen
zugewandt waren. Im fertiggestellten Bauteil ergibt sich
durch die konvexe Oberflache eines reflektiven Vergusses eine
lichtreflektive Wirkung. Hierbei wird vorteilhaft Licht,
welches vom benachbarten Halbleiterbauteil auf die konvexe
Oberfldche des Vergusses trifft mit einem hdheren Anteil in
Abstrahlrichtung des Bauteils, also weg vom Tragerelement,
umgelenkt, als dies bei einer rechteckigen Vergussform der

Fall ist.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahres wird nach
dem Entfernen der Opferschicht die Kontaktschicht Uber die

konvexe Oberflache des Vergusses zur Schichtenfolge gefiihrt.

Mittels einer Kontaktfihrung iber die konvexe Oberflache kann
die lichtemittierende Schichtenfolge vorteilhaft auf nahezu
gleicher HoOhe an ihrer dem Tragerelement abgewandten
Oberseite mit der Kontaktschicht kontaktiert werden. Dadurch
sind vorteilhaft Uberwindungen von Héhenunterschieden
zwischen einer Oberseite des Vergusses und der Schichtenfolge

nicht ndotig. Folglich erfolgt eine einfachere Kontaktierung
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der Schichtenfolge mit der Kontaktschicht, vorzugsweise in

planarer Kontaktierung.

Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform des Verfahres umfasst

das Tragerelement mehrere Schichten.

Das Tradgerelement kann vorteilhaft eine Mehrzahl von
Schichten umfassen, wobei es sich bei den Schichten um
Warmeleiter, Kupferschichten, elektrische Leiter und Weitere
handeln kann. Auch ist es mdglich, dass Durchkontaktierungen
in das Tragerelement eingebracht sind. Als Tragerelemente
eignen sich beispielsweise FR4-Prepreg Folien

(vorimpragnierte Fasern).

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahres erfolgt
das Verbinden des Bauteils mit dem Tragerelement mittels

Druckpressen.

Unter hoher Temperatur und Druck erfolgt vorteilhaft ein
Anpressen des Tragerelements was vorteilhaft dazu fihrt, dass
die Kontakte an den Halbleiterbauteilen in das Material des
Tragerelements zumindest teilweise eingebettet werden und
sich ein mechanisch stabiler Verbund der Kontakte mit dem
Tragerelement ergibt. Weiterhin werden vorteilhaft die
Kontakte mit elektrischen Leitern im Tragerelement in einem

Prozessschritt wahrend des Druckpressens leitend verbunden.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahres wird zur
elektrischen Kontaktierung eines Halbleiterbauteils eine
Durchkontaktierung in den Verguss eingebracht und die
Kontaktschicht durch diese Durchkontaktierung zu einem der

Kontakte gefihrt.



10

15

20

25

30

WO 2016/184813 PCT/EP2016/060885

_10_

Die Durchkontaktierung wird beispielsweise mittels Bohren,
etwa unter Anwendung von Lasern, in den Verguss eingebracht,
wobei das Einbringen der Durchkontaktierung erst nach dem
Entfernen des Zwischentrigers erfolgt. Die Durchkontaktierung
wird vorteilhaft an einem Bereich des Vergusses eingebracht,
welcher sich liber einem Kontakt befindet. Hierbei handelt es
sich um einen Kontakt, der sich von der dem Tragerelement
zugewandten Seite eines Halbleiterbauteils auf eine dem
Tragerelement zugewandten Seite des Vergusses erstreckt. Auf
diese Weise wird eine elektrische Verbindung vom Kontakt auf
die dem Tragerelement abgewandte Oberseite des Vergusses
gefithrt. Die Kontaktschicht eines weiteren Halbleiterbauteils
schlielRt vorteilhaft an der Oberseite an die
Durchkontaktierung an. Somit kann vorteilhaft ein
Halbleiterbauteil iiber dessen Kontaktfithrung mit einem
Kontakt eines benachbarten Halbleiterbauteils iber die
Durchkontaktierung im Verguss verbunden bzw. verschaltet
werden. Das benachbarte Halbleiterbauteil kann in einem
weiteren Bereich des Vergusses mittels einer weiteren

Durchkontaktierung kontaktiert werden.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahres werden die
Halbleiterbauteile in Serie geschaltet. Mehrere
Halbleiterbauteile kénnen beispielsweise jeweils lber
Durchkontaktierungen im Verguss mit benachbarten

Halbleiterbauteilen in Reihe geschaltet werden.

Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform des Verfahres werden die
Halbleiterbauteile auf deren Funktionsweise getestet und im
Falle eines Defekts wird die Kontaktschicht des defekten

Halbleiterbauteils kurzgeschlossen.
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In einer Anordnung mehrerer Halbleiterbauteile ist es
vorteilhaft defekte Halbleiterbauteile kurzzuschlieBen.
Vorteilhaft werden einzelne Halbleiterbauteile so
kurzgeschlossen, dass die restlichen Halbleiterbauteile im
optoelektronischen Bauteil trotzdem kontaktiert und in
Betrieb bleiben konnen. Hierbei ist es moglich, dass
beispielsweise eine Durchkontaktierung im Verguss so breit
ausgebildet wird, dass beide Kontakte zweier benachbarter

Halbleiterbauteile kontaktiert werden.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahres erfolgt
das Kurzschlielen der Kontaktschicht mittels zweier
Durchkontaktierungen durch den Verguss zu unterschiedlichen

Kontakten.

Es ist vorteilhaft moéglich zwei Durchkontaktierungen im

Verguss zwischen zwei benachbarten Halbleiterbauteilen

auszubilden, wobei die zwei Durchkontaktierungen an einer den

Kontakten abgewandten Seite des Vergusses miteinander
elektrisch leitend verbunden, und somit kurzgeschlossen

werden, in etwa mittels der Kontaktschicht.

Alternativ dazu wadre es auch moéglich die lichtemitterende
Schichtenfolge selbst kurzzuschlieRBen, indem der pn-Kontakt
dieser, beispielsweise mittels eines Lasers, zerstdrt wird

und elektrisch leitend verbunden wird.

Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform des Verfahres wird das
Wafersubstrat vor dem Anordnen auf dem Zwischentrager auf
eine Hohe von hochstens 40 pm, vorzugsweise 20 pum,

geschliffen.
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Die HOhe des Wafersubstrats bestimmt vorteilhaft die HOhe des
Vergusses im Bauteil. Ist der Verguss reflektiv ausgebildet,
kann daher vorteilhaft die Abstrahlungseigenschaft des

Bauteils beeinflusst werden.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahres wird
zwischen einem der Halbleiterbauteile und dem zugehorigen
Kontakt eine Spiegelschicht angeordnet. Die lichtemittierende
Schichtenfolge des Halbleiterbauteils ist vorteilhaft
transparent und kann Licht in alle Richtungen abstrahlen. Um
etwa die dem Tragerelement abgewandte Oberseite zu
bevorzugen, wird auf der dem Tragerelement und den Kontakten
zugewandten Seite der Halbleiterbauteile, insbesondere der
lichtemittierenden Schichtenfolge, eine Spiegelschicht
angeordnet. Dabei kann sich der zugehdrige Kontakt iber die
Spiegelschicht lateral hinaus erstrecken, um vor dem
Verbinden des Bauteils mit dem Trédgerelement die
Spiegelschicht zu verkapseln. Die Spiegelschicht umfasst

beispielsweise Ag.

Gemal einer Ausfihrungsform umfasst das optoelektronische
Bauteil ein Tragerelement mit darin integrierten Kontakten,
eine Mehrzahl von Halbleiterbauteilen jeweils umfassend eine
lichtemittierende Schichtenfolge, wobei jeweils ein
Halbleiterbauteil auf jeweils einem Kontakt des

Tragerelements angeordnet ist.

Das optoelektronische Bauteil umfasst weiterhin einen
Verguss, welcher auf dem Trédgerelement angeordnet ist und die
Halbleiterbauteile lateral umgibt und mit Seitenflachen der
Halbleiterbauteile zumindest stellenweise in direktem Kontakt
ist, sowie eine Kontaktschicht, welche jeweils Uber eine

Oberseite des Vergusses, welche dem Tragerelement abgewandt
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ist, zu einer der lichtemittierenden Schichtenfolgen der
Halbleiterbauteile gefithrt ist und diese elektrisch

kontaktiert.

Die Kontakte erstrecken sich vorteilhaft von der
lichtemittierenden Schichtenfolge auf den Verguss an einer
dem Tragerelement zugewandten Seite des Vergusses. Es ist
weiterhin moglich, dass vorteilhaft eine Spiegelschicht
zwischen der lichtemittierenden Schichtenfolge und dem
Kontakt angeordnet ist, um aus der Schichtenfolge emittiertes

Licht in eine Richtung weg vom Trager zu reflektieren.

Der Verguss zwischen den Halbleiterbauteilen kann vorteilhaft
eine konvexe Oberfldche umfassen. Mittels einer
Kontaktfihrung iiber die konvexe Oberfliache ist die
lichtemittierende Schichtenfolge vorteilhaft auf nahezu
gleicher HoOhe an ihrer dem Tragerelement abgewandten
Oberseite mit der Kontaktschicht kontaktiert. Dadurch sind
vorteilhaft Uberwindungen von Hdhenunterschieden zwischen
einer QOberseite des Vergusses und der Schichtenfolge nicht
notig. Folglich ist die Schichtenfolge mit der Kontaktschicht
einfach kontaktierbar, vorzugsweise in planarer

Kontaktierung.

Das optoelektronische Bauteil umfasst weiterhin eine
Durchkontaktierung zur elektrischen Kontaktierung eines
Halbleiterbauteils durch den Verguss, durch welche die
Kontaktschicht mit einem weiteren Kontakt des Tradgerelements

elektrisch leitend verbunden ist.

Die Durchkontaktierung eines Halbleiterbauteils ist
vorteilhaft an einem Bereich des Vergusses eingebracht,

welcher sich liber einem Kontakt befindet. Dies kann jeweils
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bei allen Halbleiterbauteilen der Fall sein. Hierbei handelt
es sich um einen Kontakt, der sich von der dem Tradgerelement
zugewandte Seite eines Halbleiterbauteils auf eine dem
Tragerelement zugewandten Seite des Vergusses erstreckt. Auf
diese Weise wird eine elektrische Verbindung vom Kontakt auf
die dem Tragerelement abgewandte Oberseite des Vergusses
gefithrt. Die Kontaktschicht eines weiteren Halbleiterbauteils
schlieRt vorteilhaft an die Durchkontaktierung an. Somit kann
vorteilhaft ein Halbleiterbauteil tber dessen Kontaktfihrung
mit einem Kontakt eines benachbarten Halbleiterbauteils lber
die Durchkontaktierung im Verguss verbunden bzw. verschaltet
sein. Das benachbarte Halbleiterbauteil kann in einem
weiteren Bereich des Vergusses mittels einer weiteren
Durchkontaktierung kontaktiert sein. So kdénnen mehrere
Halbleiterbauteile im optoelektronischen Bauteil vorteilhaft

in Serie geschaltet sein.

Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen

Ausfiihrungsbeispielen.
Die Figuren 1, 2, 3, 4, 5 und 6 zeigen ein optoelektronisches
Bauteil in einer schematischen Seitenansicht wadhrend des

Vefahrens.

Die Figur 7 zeigt ein fertiggestelltes optoelektronisches

Bauteil in einer schematischen Seitenansicht.

Die Figuren 8a und 8b zeigen ein KurzschlieBen der Kontakte.

Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind in den Figuren

jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die in den
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Figuren dargestellten Bestandteile sowie die
GroBenverhdltnisse der Bestandteile untereinander sind nicht

als maBstabsgerecht anzusehen.

Die Figur 1 zeigt in einer schematischen Seitenansicht einen
Zwischentrdager 4 auf welchem in einem Verfahrensschritt zwei
Halbleiterbauteile 3 in lateralem Abstand zueinander
angeordnet werden. Die Halbleiterbauteile 3 umfassen jeweils
ein Wafersubstrat 1 und eine lichtemittierende Schichtenfolge
la, wobei das Wafersubstrat 1 in der Anordnung der
Halbleiterbauteile 3 dem Zwischentridger zugewandt ist. Der
Zwischentrdger 4 umfasst beispielsweise Cu, oder ist als Cu-
Folie ausgebildet. Das Wafersubstrat 1 umfasst vorteilhaft Si
und weist beispielsweise eine HOhe von 20 pm bis 40 pm auf.
Die lichtemittierende Schichtenfolge la umfasst ein
Nitridverbindungshalbleitermaterial wie zum Beispiel GaN.
Hierbei ist vorzugsweise eine n-dotierte GaN Schicht dem

Wafersubstrat 1 zugewandt.

Es ist weiterhin méglich, dass vorteilhaft eine
Spiegelschicht 11 auf einer dem Zwischentrdger 4 abgewandten
Seite der lichtemittierenden Schichtenfolge la angeordnet
ist. Hierzu ist das Halbleiterbauteil vorteilhaft flr das

Licht transparent.

Weiterhin werden vorteilhaft vor dem Anordnen der
Halbleiterbauteile 3 auf dem Zwischentrdger 1 weitere
Schichten angeordnet. Hierbei kann es sich um eine
Klebeschicht 4a, eine Pufferschicht 4b und eine Abldseschicht
4c handeln, welche zwischen dem Zwischentrdger 4 und dem
Halbleiterbauteil 3 angeordnet sind, beispielsweise in der
oben angegebenen Reihenfolge. Die Klebeschicht 4a dient zur

Verbesserung der Haftung der Halbleiterbauteile 3 an dem
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Zwischentrdger. Die Klebeschicht 4a kann vorteilhaft durch
Aufbringen eines Klebematerials oder einer Klebefolie

ausgebildet werden.

Die Abloseschicht 4c erleichtert das nachtragliche Entfernen
des Zwischentrédgers 4 vom Halbleiterbauteil 3 in einem
folgenden Verfahrensschritt. Die Abldseschicht kann

beispielsweise Cr umfassen.

Die Figur 2 zeigt in einer schematischen Seitenansicht den
Zwischentrdager 4 aus der Figur 1, wobei in einem weiteren
Verfahrensschritt eine Opferschicht 6a lateral neben den
Halbleiterbauteilen 3 auf dem Zwischentrdger 4 angeordnet
wird, so dass die Opferschicht 6a eine konkave Oberflache 6b
zwischen einer Seitenfldche 3b des Halbleiterbauteils 3 und
dem Zwischentrdager 4 ausbildet. Die Opferschicht verrundet
vorteilhaft einen Kantenbereich zwischen einer Oberseite 4a
des Zwischentragers 4 und einer an diese Oberseite 6b
anliegende, beispielsweise senkrecht auf dieser stehende,
Seitenflache 3b eines der Halbleiterbauteile. Die Dicke D der
Opferschicht iiber der Oberseite 4a des Zwischentragers 4
sowie Uber der Seitenfldche 3b des Halbleiterbauteils 3 wird
vorteilhaft mit zunehmender Distanz vom Kantenbereich
geringer. Die Opferschicht 6a bedeckt beispielsweise die
Seitenflache 3b bis zu einer dem Zwischentrager 4 abgewandten

Oberseite der Schichtenfolge 1la.

In einem weiteren Verfahrensschritt wird der Verguss 5 auf
die konkav gekrimmte Oberflache 6b der Opferschicht 6a
aufgebracht. Hierbei fillt der Verguss 5 die zwischen den
Halbleiterbauteilen 3 befindlichen Zwischenraume vollstandig
auf. Mit anderen Worten schlieRt der Verguss 5 bindig mit

einer dem Zwischentrager 4 abgewandten Oberseite der
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Schichtenfolge la planar ab. Der Verguss ist vorteilhaft

reflektiv und erscheint weild.

Die Figur 3 zeigt in einer schematischen Seitenansicht den
Zwischentrdager 4 aus der Figur 1, wobei in einem weiteren
Verfahrensschritt Kontakte 6 auf den Halbleiterbauteilen 3
angeordnet werden. Hierbei wird jeweils ein Kontakt 6 einem
Halbleiterbauteil 3 zugeordnet, so dass der Kontakt 6 die
lichtemittierende Schichtenfolge la an einer dem
Zwischentrager 4 abgewandten Seite, vorzugsweise lUber deren
gesamte Breite, kontaktiert. Weiterhin wird der Kontakt so
angeordnet, dass dieser sich Uber das Halbleiterbauteil 3
teilweise auf eine dem Zwischentrdger 4 abgewandte Oberseite
des Vergusses 5 erstreckt. Die Kontakte 6 werden
beispielsweise galvanisch in strukturierter Form, etwa
mittels einer Maske und anschlielender Photolithographie, auf

den Halbleiterbauteilen 3 und dem Verguss 5 angeordnet.

Die Figur 4 zeigt in einer schematischen Seitenansicht den
Zwischentrdager 4 aus der Figur 1, wobei in einem weiteren
Verfahrensschritt ein Tragerelement 7 mit dem Bauteil 10
verbunden wird, so dass das Tragerelement 7 an der dem
Zwischentrdager 4 abgewandten Seite der Kontakte 6 und des
Vergusses 5 durch Druckpressen angeordnet wird. Unter hoher
Temperatur und Druck werden die Kontakte 6 in das
Tragerelement 7 eingepresst, so dass die Kontakte 6 vom
Material des Tragerelement 7 eingebettet werden. Nach dem
Druckpressen ist das Tragerelement 7 mit dem Verguss und den
Kontakten 6 in direktem Kontakt. Das Tradgerelement 7 umfasst
vorteilhaft eine Mehrzahl von Schichten. Beispielsweise
umfasst das Tragerelement 7 eine FR4-Prepreg Folie
(vorimpragnierte Fasern). Das Tragerelement 7 kann

Warmeleiter und/oder elektrische Leiter, zum Beispiel
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Kupferschichten, umfassen. In der Figur 4 umfasst das
Tragerelement 7 eine weitere Kupferschicht 7a zur
verbesserten Ableitung von Warme von den Halbleiterbauteilen
3. Die Kupferschicht 7a erstreckt sich vorteilhaft im Inneren
des Tragerelements 7 und weist Verbindungsbereiche 7b zu
einer den Halbleiterbauteilen 3 abgewandten AuBenfliche des

Tragerelements 7 auf.

Die Figur 5 zeigt in einer schematischen Seitenansicht das
Bauteil 10 aus der Figur 4, wobei in einem weiteren
Verfahrensschritt der Zwischentrager 4, die Opferschicht 6
und das Wafersubstrat 1 entfernt wurden. Nach dem Entfernen
der Opferschicht verbleiben zwischen den lichtemittierenden
Schichtenfolgen la der Halbleiterbauteile 3 Bereiche des
Vergusses 5, welche eine QOberseite 5a mit einer konvexen

Oberfldache aufweisen, die dem Tragerelement 7 abgewandt ist.

Die konvexe Oberfldche des Vergusses ergibt sich in den
Bereichen, welche wadhrend dem Verfahren den Kantenbereichen
zwischen dem Zwischentrager und den Halbleiterbauteilen
zugewandt waren. Es ergibt sich durch die konvexe Oberflache
eines reflektiven Vergusses 5 eine lichtreflektive Wirkung.
Hierbei wird vorteilhaft Licht, welches von der anliegenden
lichtemittierenden Schichtenfolge la auf die konvexe
Oberfldache 5a des Vergusses 5 trifft mit einem hdoheren Anteil
in Abstrahlrichtung des BRauteils, also weg vom Tragerelement
7 umgelenkt, als dies bei einer rechteckigen Vergussform der

Fall ist.

Die Figur 6 zeigt in einer schematischen Seitenansicht das
Bauteil 10 aus der Figur 5, wobei in einem weiteren
Verfahrensschritt eine Durchkontaktierung 9 in den Verguss 5

eingebracht und eine Kontaktschicht 8 wvon dieser
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Durchkontaktierung 9 lber die konvexe QOberflache 5a des
Vergusses 5 zur lichtemittierenden Schichtenfolge la gefiihrt
wird. Die lichtemittierende Schichtenfolge la wird
vorteilhaft planar an ihrer dem Tragerelement 7 abgewandten
Oberseite mit der Kontaktschicht 8 kontaktiert. Dadurch sind
vorteilhaft Uberwindungen von Hdhenunterschieden zwischen
einer QOberseite des Vergusses und der Schichtenfolge nicht
notig. Folglich erfolgt eine einfachere Kontaktierung der
Schichtenfolge mit der Kontaktschicht, vorzugsweise in

planarer Kontaktierung.

Die Durchkontaktierung wird beispielsweise mittels Bohren,
etwa unter Anwendung eines Lasers, in den Verguss
eingebracht. Die Durchkontaktierung 9 wird vorteilhaft an
einem Bereich des Vergusses eingebracht, welcher sich lber
einem Kontakt 6 befindet. Hierbei handelt es sich um einen
Kontakt 6, der sich von der dem Tragerelement 7 zugewandten
Seite eines Halbleiterbauteils 3 auf eine dem Tragerelement
zugewandten Seite des Vergusses 5 erstreckt. Auf diese Weise
wird eine elektrische Verbindung vom Kontakt 6 auf die dem
Tragerelement 7 abgewandte Oberseite 5a des Vergusses 5
gefithrt. Die Kontaktschicht 8 eines weiteren benachbarten
Halbleiterbauteils 3 schlielRt vorteilhaft an der Oberseite ba
an die Durchkontaktierung 9 an. Somit kann vorteilhaft ein
Halbleiterbauteil 3 liber dessen Kontaktschicht 8 mit einem
Kontakt 6 eines benachbarten Halbleiterbauteils 3 lber die
Durchkontaktierung 9 im Verguss 5 verbunden bzw. verschaltet

werden.

Die Figur 7 zeigt in einer schematischen Seitenansicht das
fertiggestellte Bauteil 10 aus der Figur 6 nach Abschluss des
Verfahrens. Eine Mehrzahl von Halbleiterbauteilen 3 ist auf

einem Tragerelement 7 angeordnet und in Serie geschaltet. Die
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auBRersten Kontakte 6, links aulen sowie rechts auBen, bilden
die elektrischen Kontaktstellen 6°', Uber welche das Bauteil

10 von auBen kontaktiert werden kann.

Die Figuren 8a und 8b zeigen Ausfiihrungen der
Durchkontaktierungen 9 im Bauteil 10 fir den Fall, dass ein

defektes Halbleiterbauteil 3 kurzgeschlossen werden muss.

In dem Bauteil 10 konnen die Halbleiterbauteile 3 auf deren
Funktionsweise getestet und im Falle eines Defekts
kurzgeschlossen werden. Einzelne Halbleiterbauteile 3 kdnnen
vorteilhaft so kurzgeschlossen werden, dass die restlichen
Halbleiterbauteile 3 im optoelektronischen Bauteil 10

trotzdem kontaktiert und in Betrieb bleiben kdnnen.

Die Figur 8a zeigt ein Bauteil 10, in welchem zum Kurzschluss
eine Durchkontaktierung 9 so breit ausgebildet wird, dass
beide Kontakte 6 zweier benachbarter Halbleiterbauteile

kontaktiert werden.

Die Figur 8b zeigt eine weitere Moglichkeit des
Kurzschliellens, wobei zwei Durchkontaktierungen 9 durch den
Verguss 5 zu unterschiedlichen Kontakten 6 gefithrt werden und
an der QOberseite 5a des Vergusses 5 durch die Kontaktschicht

8 miteinander verbunden sind.

Alternativ dazu wadre es auch moéglich die lichtemitterende
Schichtenfolge la selbst kurzzuschlieBen, indem der pn-
Kontakt dieser, beispielsweise mittels eines Lasers, zerstort

wird und elektrisch leitend verbunden wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der

Ausfihrungsbeispiele auf diese beschréankt. Vielmehr umfasst
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die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Bezugszeichenliste

Wafersubstrat

lichtemittierende Schichtenfolge
Halbleiterbauteil

Seite des Halbleiterbauteils
Seitenfldache des Halbleiterbauteils
Zwischentréager

Oberseite

Pufferschicht

Abloseschicht

Verguss

Oberfldache des Vergusses

Kontakt

Opferschicht

Oberflache der Opferschicht
elektrische Kontaktstelle
Tragerelement

Kupferschicht
Verbindungsbereich
Kontaktschicht
Durchkontaktierung

optoelektronisches Bauteil
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen

Bauteils (10) mit den Schritten:

Bereitstellen eines Wafersubstrats (1) umfassend eine
lichtemittierende Schichtenfolge (1la),

Vereinzeln des Wafersubstrats (1) mit der
Schichtenfolge (la) in mehrere Halbleiterbauteile (3),
Aufbringen der Halbleiterbauteile (3) auf einen
Zwischentrager (4),

Anordnen eines Vergusses (5) auf den Zwischentrager
(4), so dass der Verguss (b) die Halbleiterbauteile
(3) lateral umgibt und mit Seitenflachen (3b) der
Halbleiterbauteile (3) zumindest stellenweise in
direktem Kontakt ist,

Anordnen jeweils eines Kontaktes (6) auf jeweils einem
Halbleiterbauteil (3) und dem Verguss (5), wobei
Jjeweils ein Kontakt (6) an einer dem Zwischentrager
(4) abgewandten Seite (3a) des Halbleiterbauteils (3)
und des Vergusses (5) angeordnet ist,

Verbinden des Bauteils (10) mit einem Tragerelement
(7), an einer dem Zwischentrager (4) abgewandten Seite
(3a) der Halbleiterbauteile (3),

Entfernen des Zwischentragers (4) und jeweils des
Wafersubstrats (1) der Halbleiterbauteile (3), und
elektrisches Kontaktieren der Halbleiterbauteile (3)
iber die Kontakte (6) und den Verguss (5), wobei eine
Kontaktschicht (8) iUber eine Oberseite (5a) des
Vergusses (5), welche den Kontakten (6) abgewandt ist,
zur lichtemittierenden Schichtenfolge (la) gefihrt

wird.
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Verfahren nach Anspruch 1,

bei dem das Wafersubstrat (1) Si umfasst.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem der Zwischentradger (4) Cu, FeNi oder Co umfasst.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem eine Opferschicht (6a) zumindest stellenweise
lateral neben den Halbleiterbauteilen (3) auf dem
Zwischentrdager (4) angeordnet wird, wobei die
Opferschicht (6a) mit Seitenflachen (3b) der
Halbleiterbauteile (3) zumindest stellenweise in direktem
Kontakt ist und eine konkave Oberfldche (6b) zwischen
einer Seitenflache (3b) des Halbleiterbauteils (3) und

dem Zwischentrdger (4) ausbildet.

Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei dem der Verguss (5) auf die konkav gekrimmte

Oberflache (6b) der Opferschicht (6a) aufgebracht wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 4 oder 5,
bei dem mit dem Entfernen des Zwischentragers (4) und des
Wafersubstrats (1) auch die Opferschicht (6a) entfernt

wird.

Verfahren nach Anspruch 6,

bei dem nach dem Entfernen des Zwischentradgers (4), des
Wafersubstrats (1) und der Opferschicht (6a) der Verguss
(5) an einer dem Tragerelement (7) abgewandten Seite eine

konvexe Oberfldche (5a) aufweist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 7,
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bei dem nach dem Entfernen der Opferschicht (6a) die
Kontaktschicht (8) liber die konvexe Oberfldche (5a) des

Vergusses (5) zur Schichtenfolge (la) gefihrt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem das Tragerelement (7) mehrere Schichten umfasst.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem das Verbinden des Bauteils (10) mit dem

Tragerelement (7) mittels Druckpressen erfolgt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem zur elektrischen Kontaktierung eines
Halbleiterbauteils eine Durchkontaktierung (9) in den
Verguss (5) eingebracht wird und die Kontaktschicht (8)
durch diese Durchkontaktierung (9) zu einem der Kontakte

(6) gefithrt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem die Halbleiterbauteile (3) in Serie geschaltet

werden.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem die Halbleiterbauteile (3) auf deren

Funktionsweise getestet werden und im Falle eines Defekts
die Kontaktschicht (8) des defekten Halbleiterbauteils

(3) kurzgeschlossen wird.

Verfahren nach dem vorherigen Anspruch,
bei dem das KurzschlieBen der Kontaktschicht (8) mittels
zweier Durchkontaktierungen (9) durch den Verguss (5) zu

unterschiedlichen Kontakten (6) erfolgt.
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem das Wafersubstrat (1) vor dem Anordnen auf dem
Zwischentrager (4) auf einem Hohe (h) von hoéchstens 40

um, vorzugsweise 20 um, geschliffen wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem zwischen einem der Halbleiterbauteile (3) und dem
zugehdrigen Kontakt (6) eine Spiegelschicht (11)

angeordnet wird.

Optoelektronisches Bauteil (10) umfassend

- ein Tragerelement (7) mit darin integrierten Kontakten
(6),

- eine Mehrzahl von Halbleiterbauteilen (3) jeweils
umfassend eine lichtemittierende Schichtenfolge (la),
wobei jeweils ein Halbleiterbauteil (3) auf jeweils
einem Kontakt (6) des Tragerelements (7) angeordnet
ist,

- einen Verguss (5), welcher auf dem Tradgerelement (7)
angeordnet ist und die Halbleiterbauteile (3) lateral
umgibt und mit Seitenflachen (3b) der
Halbleiterbauteile (3) zumindest stellenweise in
direktem Kontakt ist,

- eine Kontaktschicht (8), welche jeweils iber eine
Oberseite (5a) des Vergusses (5), welche dem
Tragerelement (7) abgewandt ist, zu einer der
lichtemittierenden Schichtenfolgen (la) der
Halbleiterbauteile (3) gefiihrt ist und diese
elektrisch kontaktiert, und

- eine Durchkontaktierung (9) zur elektrischen
Kontaktierung eines Halbleiterbauteils (3) durch den

Verguss (5), durch welche die Kontaktschicht (8) mit
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einem weiteren Kontakt (6) des Tragerelements (7)

elektrisch leitend verbunden ist.
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